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１．概要（Summary） 

半導体プロセスの微細化、及び動作周波数の上昇に

伴い、ウエハーの電気特性試験で使用されるプローブカ

ードについても接触圧の軽減と低抵抗化が求められてい

る。本件はプローブ接触面の観察を NPF の設備を利用

して実施し、プローブ痕の形状を確認することにより、プロ

ーブカードの低抵抗を維持しつつ接触圧の改善を目的と

して行った。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

・短波長レーザー顕微鏡・高分解能電界放出電子顕微鏡

(FE-SEM)・低真空走査電子顕微鏡 

持ち込みの試料に短波長レーザー顕微鏡を用いてプ

ローブ痕の深さ測定を行った。その後、FIBによる断面作

製を行なってから、高分解能電界放出電子顕微鏡

(FE-SEM)を用いて、プローブ PAD、プローブ痕の観察

を行った。最後に低真空走査電子顕微鏡の成分分析機

能を用いてプローブ PAD、プローブ痕の箇所に異常元

素が無いか確認を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

持ち込みの試料に短波長レーザー顕微鏡を用いてプ

ローブ痕の深さ測定を行った結果、幅 18.205 μm、プロ

ーブ痕の最大深さは 0.9 μmであった。その後、FIBによ

る断面作製を行なってから、高分解能電界放出電子顕微

鏡(FE-SEM)を用いて、プローブ PAD、プローブ痕の観

察を行った結果、表面(形状)においてプローブ接触によ

る異常は確認されなかった。(Fig.1) 

最後に低真空走査電子顕微鏡の成分分析機能を用い

て分析した結果、Al, Si を確認し、ウエハーの電気特性

試験時の影響による異常元素は確認されなかった。 

今回実施した結果でプローブ痕の幅、深さ、形状、 

異常元素の有無を確認することが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  

The Cross-section image which was made from FIB. 

(It observed at 45 degrees.) 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・今後の課題 

今後も短波長レーザー顕微鏡のプロファイリングと集束

イオンビーム加工観察装置(FIB)を主に利用して引き続き

プローブ痕のデータ取得を行う予定である。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


